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© Hochleistungsstrahler. 

© Bei einem UV-Hochliestungsstrahler bestehen die Elektroden {6,6) aus Drahten, welche in ein Glasdielektri- 
kum (3) eingebettet sind. Das Dielektrikum ist zwischen zwei UV-transparenten Platten (1.2) d.stanz.ert angeord- 
net Die Entladungsraume (8.9) sind mit einem unter Entladungsbedingungen Strahiung aussendenden Fullgas 
gefullt. Die Gleitentladungen X10) bilden sich an der Dielektrikumsobberflache je zwischen zwe. benachbbarten 
Elektrodendrahten (6',6") aus. , ■ A ■ . 

Ein derart aufgebauter Hochleistungsstrahler zeichnet sich durch einfachen und wirtschaftl.chen Aufbau, und 

hohe UV-Ausbeute aus. 
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Hochleistungsstrahler 

Technisches Gebiet 

Die Erfindung bezieht sich auf einen Hochleistungsstrahler, insbesondere fur ultraviolettes Licht. mit 
5 einem unter Entladungsbedingungen Strahlung aussendendem Fullgas gefullten Entladungsraum, mit Elek- 
trodenpaaren, die paarweise an die beiden Pole einer Hochspannungsquelle angeschlossen sind, wobei 
zwischen zwei auf unterschiedlichem Potential liegenden Elektroden mindestens ein dielektrisches Material 
liegt, das an den Entladungsraum angrenzt. 

Die Erfindung nimmt dabei Bezug auf einen Stand der Technik, wie er sich etwa aus der EP-Anmeldung 
10 87109674.9 oder der US-Anmeldung 07/076926 ergibt. 

Technologischer Hintergrund und Stand der Technik 

75 

Der industrielle Einsatz photochemischer Verfahren hangt stark von der der Verfugbarkeit geeigneter 
UV-Quellen ab. Die klassischen UV-Strahler liefern niedrige bis mittlere UV-lntensitaten bei einigen 
diskreten Wellenlangen, wie z.B. die Quecksilber-Niederdrucklampen bei 185 nm und insbesondere bei 254 
nm. Wirklich hohe UV-Leistungen erhalt man nur aus Hochdrucklampen (Xe, Hg), die dann aber ihre 

20 Strahlung uber einen grosseren Wellenlangenbereich verteilen. Die neuen Excimer-Laser haben einige neue 
Wellenlangen fur photchemische Grundlagenexperimente bereitgestellt, sind. z.Zt. aus Kostengrunden fur 
einen industriellen Prozess wohl nur in Ausnahmefalien geeignet. 

In der eingangs . genannten EP-Patentanmeldung oder auch in dem Konferenzdruck "Neue UV- und 
VUV-Excimerstrahler" von U.Kogelschatz und B.Biasson, verteilt an der lO.Vortragstagung der Gesellschaft 

25 Deutscher Chemiker, Fachgruppe Photochemie, in Wurzburg (BRD) 18.- 20.November 1987, wird ein neuer 
Excimerstrahier beschrieben. Dieser neue Strahlertyp basiert auf der Grundlage, dass man Excimerstrah- 
lung auch in stillen elektrischen Entladungen erzeugen kann, einem Entladungstyp, der in der Ozonerzeu- 
gung grosstechnisch eingesetzt wird. In den nur kurzzeitig (< 1 Mikrosekunde) vorhandenen Stromfilamen- 
ten dieser Entladung werden durch Elektronenstoss Edelgasatome angeregt. die zu angeregten Molekul- 

30 komplexen (Excimeren) weitereagieren. Diese Excimere leben nur einigen 100 Nanosekunden und geben 
beim Zerfall ihre Bindungsenergie in Form von UV-Strahlung ab. 

Der Aufbau eines derartigen Excimerstrahlers entspricht bis hin zur Stromversorgung weitgehend dem eines 
klassischen Ozonerzeugers, mit dem wesentlichen Unterschied, dass mindestens eine der den Entladun- 
graum begrenzenden Elektroden und/oder Dielektrikumsschichten fur die erzeugte Strahlung durchlassig 
35 ist. 



Darstellung der Erfindung 

40 

Ausgehend vom Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Hochleistungs- 
strahler, insbesondere fur UV- oder VUV-Licht, zu schaffen, der sich insbesondere durch hohere Effizienz 
auszeichnet, wirtschaftlich zu fertigen ist und auch den Aufbau sehr grosser Flachenstrahler ermdglicht. 

Zur Ldsung dieser Aufgabe bei einem Hochliestungsstrahler der eingangs genannten Gattung ist 
45 erfindungsgemass vorgesehen, dass die genannten Elektrodenpaare, getrennt durch dielektrisches Material, 
unmittelbar nebeneinander angeordnet sind, derart, dass sich die stille elektrische Entladung im Entladungs- 
raum im Bereich der Dielektrikumsoberflache ausbildet. 

Bei Anliegen der Spannung bildet sich eine Vielzahl von Gleitentladungen von einer Elektrode durch 
das Dielektrikum im wesentlichen langs der Oberflache des Dielektrikums und wieder in das Dielektrikum 
so hinein zur benachbarten Elektrode. Diese Entladungen strahlen das verwendbare UV-Licht ab, das dann z.B. 
durch die den Entladungsraum begrenzende Wand dringt. Im Gegensatz zu den bekannten Konfigurationen 
wird hier die gesamte Ausdehnung der Entladungskanale zur Strahlungserzeugung ausgenutzt. 

Die Herstellung des erfindungsgemassen Hochleistungsstrahlers ist vereinfacht und kostengunstiger als 
bei den bekannten Strahlern. Man kann Materialien verwenden, die man ieicht giessen kann, sodass die 
Elektroden eingegossen werden konnen. Dadurch werden Probleme beim Einhalten von Toleranzen (Z.B. 
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Dicke des Dielektrikurns oder der Abstande) verkleinert Auch fur das begrenzende Glas/Quarz-Material sind 
keine sehr hohen Anspruche zu stellen. da die begrenzenden Wande lediglich transparent sein mussen und 
nicht durch die Entladung beansprucht werden. Dies fuhrt zu einer hoheren Lebensdauer des Strahfers. 
Auch ist die Spaltweite und deren Toleranzen weit weniger kritisch.lnsbesondere Iassen sich nunmehr 

s wegen der geringeren Anforderungen bezuglich Toleranzen sehr grosse Flachenstrahler realisieren. die 
sehr dunn ausgefuhrt werden konnen. 

Weil praktisch die gesamte Lange des Entladungsraum zu Emission beitragt, ist die UV-Ausbeute sehr 
hoch. Transmissionsverluste eines Elektrodengitters oder einer teildurchlassigen Schicht iiegen nicht vor. 
Der erfindungsgemasse Hochleistungsstrahier eriaubt Strahter-Goemetrien nahezu beitebiger Gestalt. 

w Neben Flachenstrahlern, die nach einer'oder nach beiden Flachseiten strahlen, konnen zylindrische oder 
elliptische Strahler geschaffen werden. Auch mussen die Strahler nicht notwendig eben oder langestreckt 
sein, sondern in einer oder mehreren Dimensionen gekrummt oder gebogen sein. 

Selbstverstandlich eriaubt es die Erfindung in Analogie zur schwetzerischen Patentanmeldung 
Nr.1 52/88-7 vom 15.1.1988 der Anmelderin, die den Entladungsraum begrenzenden Wande entweder auf 

is der dem Entladungsraum zugewandten oder der ausseren Wand mit einer Lumineszenz-Schicht zu 
versehen zur Umwandiung des UV-Lichts in sichtbares Licht Bei der ersten Alternative muss dann die 
Wand nicht mehr UV-durchlassig sein, weil sie nur noch sichtbares Licht durchlassen muss.. 

Bei der erfindungsgemassen Anordnung konnen Dieiektrika verwendet werden, die nicht notwendiger- 
weise transparent fur das UV-Licht sind. was fur besondere Anwendungen besonders hohe Wirkungsgrade 

20 erwarten lasst. So kann insbesondere das UV-Licht fur manche Anwendungen direkt verwendet werden, 
ohne dass es den Entladungsraum verlassen muss. Dies gilt insbesondere fur solche Anwendungen, die 
sich im Entladungsraum durchfuhren Iassen. Zu solchen Anwendungen mit wachsender wirtschaftlicher 
' Bedeutung zahleh z.B. der Einsatz als starker UV-Strahler fur Vorionisierungszwecke anderer Entladungen, 
z.B. Laser, Behandlung von Oberflachen mit UV-Belichtung. chemische Prozesse wie Preparation neuer 

25 Chemikalien oder Oberflachen und Beschichtungsverfahren wie Plasma-CVD (Chemical Vapor Deposition), 
Photo-CVD. bei denen ein zu behandelndes Substrat bei geeignetem Fullgas moglichst dicht an UV- 
Lichtquelle gebracht wird. Die besonderen Vorteile einer solchen " innen"-Anordnung Iiegen u.a. in der 
Vermeidung von Absorptionsverlusten durch Fenster und in der Ausnutzung zusatzlicher Effekte durch die 
Entladung selbst. 
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Kurze Beschreibung der Zeichnungen 

35 In der Zeichnung sind Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung schematisch dargestellt; darin zeigt 

Fig. 1 Ein erstes Ausfuhrungsbeispiel eines Flachenstrahlers mit beidseitiger Abstrahlung im Quer- 
schnitt; 

Fig. 2 der Flachenstrahler nach Fig.1 im Langsschnitt mit einer schematischen Darstellung der 
elektrischen Anspeisung; 

40 Fig. 3 eine eines erste Abwandlung des Flachenstrahlers nach Fig.1 und 2 mit einseitiger Abstrahlung 

und Elektroden, die auf ein Substrat aufgebracht und mit einer dielektrischen Schicht uberzogen sind; 

Fig. 4 eine zweite Abwandlung des Flachenstrahlers nach Fig.1 und 2 mit inhomogenem Dielektri- 

kum; 

Fig. 5 eine dritte Abwandlung des Flachenstrahlers nach Fig.1 und 2 mit von dielektrische nMatenal 
45 ummantelteh Einzelelektroden; 

Fig. 6 ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung in Form eines Zylinderstrahlers im Querschnitt; 
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Detaillierte Beschreibung der Erfindung 



Der Flachenstrahler nach Fig.1 und 2 besteht aus zwei beabstandeten UV-durchlassigen Platten 1,2 
aus Quarzglas, zwischen denen eine weitere Platte 3 aus dielektrischen Material, z.B. Glas oder Keramik 
oder ein Kunststoff-Dietektrikum angeordnet ist. Ueber die Flache verteilte Abstandshalter 4, 5 sichern die 
55 Distanzierung der Platten 1 , 2 und 3 und dienen gleichzeitig deren Zusammenhalt. in die Platte 3 sind in 
regelmassigen Abstanden und voneinander beabstandet Metallelektroden ,6 ,6 eingebettet. Wie in Fig.2 zu 
erkennen ist. sind die Elektroden 66". abwechselnd mit dem einen und dem anderen Pol einer Wechsel- 
stromquelle 7 verbunden.Die Wechselstromquelle 7 entspricht grundsatzlich jenen, wie sie zur Anspeisung 
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von Ozbnerzeugern verwendet werden. Typisch liefert sie eine einstellbare Wechselspannung in der 
Grossenordnung von mehreren 100 Volt bis 20000 Voit bei Frequenzen im Bereich des technischen 
Wechselstroms bis hin zu einigen kHz - abhangig von der Elektrodengeometrie, Druck im Entladungsraum 
und Zusammensetzung des Fullgases. 

s Die Entladungsraume 8 und 9 zwischen den Platten 1 und 3 bzw. 3 und 2 sind mit einem unter 

Entladungsbedingungen Strahlung aussendenden Fullgas gefulit, z.B. Quecksilber, Edelgas, Edelgas- 
Metalldampf-Gemisch, Edelgas-Halogen-Gemisch, gegebenenfalls unter Verwendung eines zusatzlichen 
weiteren Edelgases, vorzugsweise Ar, He, Ne, als Puffergas. 

Je nach gewunschter spektraier Zusammensetzung der Strahlung kann dabei eine 

70 Substanz/Substanzgemisch gemass nachfolgender Tabelle Vernwendung finden: 



Fullgas 


Strahlung 


Helium 


60 - 100 nm 


Neon 


80 - 90 nm 


Argon 


107- 165 nm 


Argon + Fluor 


180- 200 nm 


Argon + Chlor 


165 - 190 nm 


Argon + Krypton + Chlor 


165- 190,200 - 240 nm 


Xenon 


160- 190 nm 


Stickstoff 


337- 415 nm 


Krypton 


124 t 140 - 160 nm 


Krypton + Fluor 


240 - 255 nm 


Krypton + Chlor - t 


200 - 240 nm 


Quecksilber 


185,254, 320-360. 390-420 nm 


Selen 


196, 204, 206 nm 


Deuterium 


1 50 - 250 nm 


Xenon + Fluor 


400 - 550 nm 


Xenon + Chlor 


300 - 320 nm 



Daneben kommen eine ganze Reihe weiterer Fullgase in Frage: 

- Ein Edelgas (Ar t He, Kr, Ne, Xe) Oder Hg mit einem Gas bzw. Dampf aus F 2l J2, Br2, CI2 oder eine 
Verbindung, die in der Entladung ein oder mehrere Atome F, J, Br oder CI abspaltet; 

- ein Edelgas (Ar, He, Kr, Ne, Xe) oder Hg mit O2 oder einer Verbindung, die in der Entladung ein oder : 
mehrere O-Atome abspaltet; 

- ein Edelgas (Ar, He, Kr. Ne, Xe) mit Hg. 

!n der sich bildenden elektrischen Gleitentladung (surface discharge) kann die Elektronenenergievertei- 
lung durch Dicke der dielektrischen Platte 3 und deren Eigenschaften, Abstand zwischen den Elektroden 
6 ,6 , Druck und/oder Temperatur optimal eingestellt werden. 

Bei Anliegen einer Spannung zwischen je zwei benachbarten Elektroden 6,6" bildet sich eine Vielzahl 
von Entladungskanalen 10 von einer Elektrode 6' durch das Dielektrikum 3 langs der Oberflache des 
Dielektrikums 3 und wieder in das Dielektrikum 3 hinein zur benachbarten Elektrode 6 . Diese langs der 
Oberflache verlaufenden Gleitentladungen 10 strahlen das UV-Licht ab, das dann durch die im Beispielsfall 
transparenten Platten 1, 2 dringt. Verwendet man in den Raumen 8 und 9 unterschiedliche Fullgase. so 
lassen sich bei entsprechender Wahl der Elektrodenanordnung und -verteilung mit einunddemselben 
Strahler zwei unterschiedliche Strahlungen erzeugen. Durch Aufbringen einer Beschichtung 11, 12 auf die 
beiden Oberflachen des Dielektrikums 3 lassen sich niedrigere Zundspannungen fur die Entladung erzielen, 
so dass die Kosten fur die Speisung reduziert werden konnen. Als Beschichtungsmaterial kommen in erster 
Linie die Oxide von Magnesium, Ytterbium, Lanthan und Cer (MgO, Yb203, La203, Ce02) in Frage. 

Das UV-Licht kann fur manchen Anwendungen auch direkt verwendet werden, ohne dass es durch die 
Abdeckplatten 1 , 2 dringen muss. Dies gilt fur solche Anwendungen, die sich in den Entladungsraumen 8, 9 
selbst durchfuhren lassen. Zu solchen Applikationen mit wachsender wirtschaftlicher Bedeutung zahlen z.B. 
die Behandlung von Oberflachen mit UV-Belichtung, chemische Prozesse wie Preparation neuer Chemika- 
lien oder Oberflachen-Beschichtung wie Plasma-CVD, Photo-CVD, also Verfahren, bei denen ein zu 
behandelndes 

Substrat bei geeignetem Fullgas moglichst dicht an die Dielektrikumsoberfiache, also dort wo die 
Strahlung entsteht. herangebracht wird. 
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Die besonderen Vorteile einer solchen "lnnen"-Anordnung liegen u.a. in der Vermeidung von Absorptions- 
verlusten (durch die Platten 1,2) und in der Ausnutzung zusatzlicher Effekte durch die Entladung selbst, 
wobei die elektrischen Eigenschaften des zu behandelnden Substrats relativ unerheblich sind. 

Die Herstellung des Dielektrikums 3 samt der in ihm eingebetteten Elektroden 6', 6" ist gegenuber den 
5 bekannten Hochleistungsstrahlern vereinfacht und damit kostenpunstiger. Man kann Materialmen verwenden, 
die man relativ einfach giessen kann, so dass die Elektroden 6 , 6" gleich miteingegossen werden konnen. 
Dadurch werden Probleme beim Einhalten von Toferanzen, z.B. die Dicke des Dielektrikums 3 oder der 
Abstande zwischen den Platten 1 und 3 bzw. 3 und 2 verkleinert. Auch fur das Material der UV- 
durchlassigen Platten - sofern sie uberhaupt UV-durchlassig sein mussen -sind keine sehr hohen Anspru- 

10 che zu stellen, da sie nicht durch die Entladung beansprucht sind. Dies fuhrt wiederum zu einer Erhohung 
der Gesamtlebensdauer des Strahlers. 

Fur eine kostengunstige Herstellung der in das Dielektrikum 3 eingebetteten Elektroden 6, 6" kann auch 
auf Techniken zuruckgegriffen werden,. die bei der Herstellung von Piasmadisplay-Zellen Anwendung finden 
(vgl. "AC Plasma Display'' von T.N.Criscimagna & P.PIeshko in "Display Devices", J.I.Pamkove (Ed.), 

75 Springer- Verlag Berlin. Heidelberg. New York 1980, S. 92 - 150). 

Anstelle von metallischen Drahten 6', 6* nach Fig.1 sind die Elektroden gemass Fig.3 als diskrete 
Leiterbahnen 6a, 6b mittels Dunnfilm- oder DickfilnrvTechniken auf ein Substrat 13 aus Glas". Quarz oder 
Keramik aufgebracht. Dabei werden einerseits Bedampfungs-^ und Sputter-Prozesse zur Metallisierung 
verwendet, andererseits leitfahige Pasten.Feine Leiterbahnen konnen durch photo-lithographische Verfah- 

20 ren t breitere (> 25 Mikrometer) konnen durch Metallabscheidung durch eine Maske hindurch 1 erzeugt 
werden. Die so aufgebrachten Leiterbahnen (Elektroden) werden danach durch eine dielektrische Schicht 14 
abgedeckt. So kann man z.B. Schichten aus Bleioxydglas als Spray oder Paste auftragen und anschlies- 
send erhitzen, wobei sich eine durchgehende Glasschicht bildet. Schichten aus Borsilikatglas kann man 
durch Verdampfungstechniken herstellen. Es ist auch moglich, dass man andere dielektrische Schichten. 

25 abscheidet mit Methoden, die in der Halbleitertechnik ublich sind, z.B. mittels Plasma-CVD oder Photo- 
CVD. 

Ohne den durch die Erfindung gesteckten Rahmen zu verlassen, sind eine Fulle von Modifikationen des 
vorstehend beschriebenen UV-Hochleistungsstrahlers moglich, auf die nachstehend eingegangen werden 
soil. * 
30 So konnen statt zweier Entladungsraume 8,9 auch nur ein Entladungsraum vorgesehen sein. Dazu ist 
durch eine entsprechende Isolation, z.B.Schwefelhexafluorid oder Wasser, in dem einen Raum oder eine 
andere Geometrie des Dielektrikums und/oder der Elektroden, z.B. eine solche nach Fig.3, sicherzustellen, 
dass sich die Gleitentladungen nur in dem anderen Raum ausbilden. 

■ in 

Statt runder Elektroden 6 .6 nach Fig.1 konnen auch Elektroden mit nahezu bliebigem Querschnitt 

35 verwendet werden. Auch mussen die Elektroden nicht geradlinig verlaufen, sondern konnen auch z.B. 
maanderformig oder im Zickzack nebeneinander angeordnet sein. 

Zur Verbesserung der Warmeabfuhr aus dem Dielektrikum ist es moglich, die Elektroden 6 ,6" als 
Hohlelektroden auszufuhren, oder im Dielektrikum 3 in Fig.1 oder im Substrat 13 in Fig.3 zusatzlich in 
Elektrodenlangsrichtung verlaufende Kanale (Pos. 15 in Fig.3) vorzusehen, durch welche Kanale ein 

40 flussiges oder gasformiges Kuhlmittel geleitet wird. 

Neben einzelnen in ein flachiges Dielektrikum 3 bzw. 14 eingebetteten Elektroden ist es daruber hinaus 
moglich, gemass Fig.4 und 5 einzelne Drahte 16', 16" mit je einer dielektrischen Umhullung 17 zu 
verwenden, die entweder dicht an dicht (Fig. 5). locker nebeneinander oder durch Zwischenlagen 18 oder 
Abstandsstucke voneinander distanziert, zwischen den beiden Platten 1 und 2 angeordnet sind. 

45 Anstelle von Flachenstrahlern nach den Figuren 1 bis 5 sind auch Zylinderstrahler moglich, wie es in 
Fig.6 veranschaulicht ist. Dort ist zwischen zwei Guarzrohren 19, 20 ein Rohr 21 aus dielektrischen Material 
koaxial angeordnet. Nicht dargestellte Abstandhalter sichern die gegenseitige Lage der drei Rohre. Analog 
Fig.1 sind in das dielektrische Rohr 21 Metallelektroden 22', 22" eingebettet. die analog Fig.2 abwechselnd 
mit dem einen und dem anderen Pol einer (nicht dargestellten) Wechselstromquelle verbunden sind. 

so Der Zylinderstrahler nach Fig.6 strahit im Beispielsfall sowohl nach innen (in den Innenraum des Rohres 
20) als auch nach aussen ab. Verwendet man in den Raumen 8 und 9 unterschiedliche Fullgase, so lassen 
sich bei entsprechender Wahl der Elektrodenanordnung und -verteilung mit einunddemselben Strahler zwei 
unterschiedliche Strahlungen erzeugen. Dies gilt selbstverstandlich auch fur einen Strahler nach Fig.4. 

Wie bereits im Zusammenhang mit Fig.1 beschrieben, konnen auch bei Zylinderstrahlern nach Fig.6 

55 die gewunschten Reaktionen in dem bzw. den Entladungsraumen 8 bzw. 9 selbst stattfinden. 

Die vorstehende Beschreibung von Ausfuhrungsbeispielen der Erfindung konzentrierte sich auf die 
Erzeugung von UV- bzw. VUV-Strahlung. Durch Beschichtung der Platten 1, 2 bzw. der Rohre 19, 20 mit 
einer Lumineszenzschicht 23. 24 (Fig.i) lasst sich in Anlehung an die bei den Lumineszenzrohren fur 
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Beieuchtungszwecke' bekannte Technik auch sichtbares Licht hoher Leistung erzeugen. Derartige Schichten 
sind bekannt unci konnen auch auf die den Entladungsraum 8 bzw. 9 angrenzenden inneren Oberflachen 
der Platten 1, 2 bzw. der Rohre 19, 20 aufgeracht werden. Im letztren Fall brauchen diese Platten bzw. 
Rohre nicht mehr UV-durchlassig sondern nur fur das sichtbare Licht transparent sein. 



Anspriiche 

1 . Hochleistungsstrahler, insbesondere fur ultraviolettes Licht, mit einem unter Entladungsbedingungen 
Strahlung aussendendem Fiiligas gefullten, von Wanden (1,2) begrenzten Entladungsraum (8,9), mit 
Elektrodenpaaren, die paarweise an die beiden Pole einer Hochspannungsquelle (7) angeschlossen sind, 
wobei zwischen zwei auf unterschiedlichem Potential liegenden Elektroden mindestens ein dielektrisches 
Material liegt, das an den Entladungsraum angrenzt.dadurch gekennzeichnet, dass die genannten Eiektro- 
denpaare (6 ,6 ;6a,6b;16 ,16 ';22 t 22 ') raumlich getrennt von besagten Wanden (1,2) und voneinander 
getrennt durch dielektrisches Material (3;14;21) nebeneinander angeordnet sind, derart, dass sich die 
elektrische Entladung im Entladungsraum (8,9) im wesentlichen nur im Bereich der Dielektrikumsoberflache 
ausbildet. * 

2. Hochleistungstrahler nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektroden 
(6',6 w ;6a f 6b;16 / l 16 w ;22' ; 22") in das dielektrische Material (3;14;21) eingebettet sind und benachbarte Elektro- 
den (6 ,6 ;6a,6b;16 ,16 ;22 ,22 ) jeweils an unterschiedliche Pole der Hochspannungsquelle (7) angeschlos- 
sen sind. 

3. Hochleistungstrahler nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet. dass alle Elektroden {§'fi\22\22) 
in einen gemeinsamen Trager aus dielektrischem Material eingebettet sind. 

4. Hochleistungstrahler nach Anspruch 2. dadurch gekennzeichnet. dass die Elektroden (16',16") einzeln 
je von einer dielektrischen Umhullung (17) umgeben sind. 

5. Hochleistungstrahler nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektroden (6a,6b) auf 
einem Substrat (13) aus Isoliermaterial angeordnet und mit einer dielektrischen Schicht (14) abgedeckt sind. 

6. Hochleistungstrahler nach einem der Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass in den 
Elektroden oder in dem Material, in dem diese eingebettet bzw. darauf angeordnet sind, in Elektrodenlangs- 
richtung verlaufende Kuhlkanale (15) vorgesehen sind. 

7. Hochleistungstrahler nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass auf der dem 
Entladungsraum (8,9) . zugewandten Oberflache des Dielektrikums eine zusatziiche Schicht (11,12) zur 
Herabsetzung der Zundspannung der elektrischen Gleitentladung, vorzugsweise eine Schicht aus 
Magnsium-, Ytterbium-, Lanthan- Oder Ceroxid, vorgesehen ist 

8. Hochleistungstrahler nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erzeu- 
gung von Strahlungen mit mehreren unterschiedlichen Wellenlangen in einem Entladungsraum (8;9) ein 
Fuilgas mit mindestens zwei Edelgasen und mindestens einem Nicht-Edelgas vorgesehen ist. 

9. Hochleistungstrahler nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass in den 
beiden Entladungsraumen (8,9) Fullgase unterschiedlicher Zusammensetzung vorgesehen sind. 

10. Hochleistungstrahler nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die den 
Entladungsraum (8,9) begrenzenden Platten (1,2) bzw. Rohre (19,20) mit einer Lumineszenzschicht (24,25) 
versehen sind. 
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